EFRE L1 SiIGETE
Année 2013-2014 I_qIE I I_

3ans Document CE : de |’At0m9 é Ia Puce }ngcmcurtn&‘lcnmdu Numérig
Salculatrices, téléphones & groupe PL1 (jeudi 6 mars) F
srdinateurs interdits, éteints * E rg l
2t rangés ool P

1 Atome de Bohr
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Soit I'atome d’Hydrogéne du modéle de Bohr.

Rappeler par un schéma le modéle de Bohr, ses constituants et les 3 principaux vecteurs appliqués é la charge en
mouvement en les explicitant

Exprimer le rayon quantique d’une orbitale de ['électron exdié en fonction du rayon ry de forbite fondamentale et de
I'entier positif n. Donner|a valeur approchée de ry. De mé me pourl'énergie en fonction de E;

Classification périodique des éléments

Elaborer la répartition électronique du Silicum : 12:;3 Si. Quelle est la leltre représentant sa couche électronique

exteme, combien d'éledrons contient t elle ? Expliquer pourquoi cet élément est un semi conducteur, un dopant de
type donneur ou un dopant de type accepteur

Elaborer la répartiion électronique de I'Arsenic : gg As. Quelle est la lettre mprésentant sa couche électronique

externe, combien d’éledrons contient t elle ? Expliquer pourquoi cet élément est un semi conducteur, un dopant de
type donneur ou un dopant de type accepteur

Elaboer la répariion electonique de 'indium : ygs In. Quelle est ia lettre représentant sa couche électronique
exteme, contien d'éedmons conient t elle ? Expliguer pourguai cet éément est un seni conducteur, un dopant de

fype donneur ou un dopant de fype accepleur
Cristallographie

Décrire |a structure cristalline du Silicdum et calculerle nombre d’atormes Siparunité de volume, en fondion de la
longueurde I'améte du cube de cristallisation : a

Silicium intrinséque
Faire le schéma énergétique de la structure de bandes du Silicium en faisant apparaitre foutes les notations

nécessaires a la description du systéme etleur valeurnumérique

Semi conducteur extrinséque
Soient, a 300 K, la concentration de porleursilbres dansleﬁSllmum intrinséque : 15 10® m? etla concentration

dArsemcdansle monocnsial de Silidum ainsi dopé : 22510 Tm3

8.

9.

A 300 K quelle est le type (e- ou tr+) etla concentration des porteurs libres majoritaires ? Méme chose pour les
minoritaires en appliquant la loi d’action de masse

Faire le schéma sinplifié de la structure en bandes énergétiques de ce Si dopé

10. Exprimer le déplacement du niveau de Fermi de ce Si dopé par rapport au niveau de Fermi du Siintinseque. Le

calculeren eV (avecin(10) =2,3;In(15) = 2,7) puis en J (avec : k =1,4. 10 J.K"}




